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(54) DRAM-Zelle mit Kondensator in separatem Substrat 



(57) Der Kondensator ist auf einem ersten Substrat 

(1) und ein Teil der Schaltungsanordnung mit einem 
Kontakt (K) rst auf einem zweiten Substrat (2) angeord- 
net. Das erste Substrat (1) ist mitdem zweiten Substrat 

(2) verbunden, wobei der Kontakt (K) an den Kondensa- 
tor angrenzt Die Verbindung des ersten Substrats (1) 
mit dem zweiten Substrat (2) kann im wesentlichen 
unjustiert erfolgen, wenn Teilkondensatoren auf dem 
ersten Substrat (1) verteilt sind urid eine Kbntaktfiache 
des Kontakts (K) so groB Ist, da6 beim Verbinden der 



FIG 5 



Substrate (1.2) der Kontakt (K) In jedem Fall an minde- 
stens einen der Teilkondensatoren angrenzt, der dann 
den Kondensator definiert. Der Kondensator kann meh- 
rere Teilkondensatoren umfassen. wodurch seine Kapa- 
zitdt besonders groQ wird. Die Schaltungsanordnung ist 
insbesondere eine DRAM-Zellenanordung. Zur Erzeu- 
gung der Teilkondensatoren werden z.B. durch elektro- 
chemisches Atzen Poren in dem ersten Substrat 
erzeugt. 
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Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine integrierte 
Schaltungsanordnung mh mindestens einem Kbnden- 
sator. 5 
[0002] Bei der EntwicWung neuer integrierter Schal* 
tungsanordnungen wird eine erh6hte Packungsdichte 
angestrebt. Die Realisierung ertblgt derzeit meist in 
einer planaren Siliziumtechnologie. 

[0003] Eine MOglichkeit, die Packungsdichte zu erhO- io 
hen, besteht darin, einen Kondensator einer 
Schaltungsanordnung nicht planar, sondern in einem 
Graben zu realisieren (siehe z.B. P. Chatterjee et al. 
lEDM 86 Seiten 128-131). Der Graben wird durch ein 
fotolithografisches Verfahren in . einem Halbleltersub- is 
strat, in dem die Schaltungsanordnung,. angeordnet ist, 
erzeugt. Bei StruklurgrCBen unter 200nm wird dieses 
Konzept problematisch, da bei der Erzeugung der Gra- 
benstruktur oft Kantenversetzungen entstehen. entlang 
denen sich leitende Kanaie ausbilden lind die sich so 
durch benachbarte Bauelemente der Schaltungs- 
anordnung hindurchziehen. AuBerdem entstehen Pro- 
blerne bei der Herstellung des Grabens aufgrund der 
extremen Unterschiede zwischen Kondensatorbreite 
und Kondensatortiefe. 25 
[0004] In Y. Kawamoto et al.. „A 1.28nm2 Bit-Une 
Shielded Memory Cell Technology for 64nnbit DRAM's". 
Techn. Digest of VLSI SymiDosium.1990. Seite 13 wird 
vorgeschlagen einen Kondensator als Stapelkohdensa- 
tor zu bilden. Zur VergrOBerung einer Oberfldche urid so 
damit der Kapaz'rtdt des SpeicherkondehsiEitors wird 
eine relativ tomplizierte Struktur aiis Polysilizium benO- 
tigt, die umso schwieriger herstellbar ist, je hOher die 
Packungsdichte ist. 

[0005] Bei der Erzeugung von Bauelementen durch 35 
fotolithografische Verfahren, ist der Packungsdichte 
zum einen durch die minimale, in der jeweiligen Techno- 
logie herstellbaren StrukturgrGBe F und zum anderen 
durch Ungenauigkeiten der Justierung, die etwa ca. 
1/3F betragen, eine Grenze gesetzt. Zur weiteren Ver- 40 
grOBerung der Packungsdichte wurde in z.B. DE 195 19 
160 vorgeschlagen, Bauelemente einer DRAIVI-Zellen- 
ianordnung selbstjustiert, d,h. ohne Verwendung von zu 
justierenden Masken, zu ierzeugen. 

[0006] In V. Lehmann, Material Letters 28 (1 996) Sei- 45 
ten 245-249 wird die Erzeugung von Kondensatoren in 
einem Siliziumsubstrat beschrieben. Dazu werden im 
Siliziumsubstrat durch ein fotolithografisches Verfahren 
Kerben erzeugt. aus denen durch anschlieBendes elek- 
trpchemisches Atzen Poren erzeugt werden. Die Poren so 
werden anschlieBend mit einem Kondensatordielektri- 
kum und mit Speicherknoten versehen. 
[0007] Aus Y. Hayashi et al. Symp. on VLSI Techn. 
(1990). Seite 95 bis 96 , ist bekannt. Substrate, die Bau- 
elemente umfassen. durch eine Klebeschicht aus Poly- ss 
imid zu verbinden, Kontakle zwischen den Substraten 
werden uber Wolframstifte und zugehOrige groBf lachige 
Vertiefungen. die mit einer Au/ln-Legierung gefullt wer- 



den. realisiert 

[0008] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde. 
eine integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens 
einem Kondensator anzugeben. die mit besonders 
hoher Packungsdichte herstellbar isL Ferner soli ein 
Herstellungsverlahren fQr eine solche Schaltungs- 
anordnung angegeben werden. 
[0009] Dieses Problem wird gelOst durch eine 
Schaltungsanordnung gemdB Ahspruch 1 sowie ein 
Verfahren gemaB Anspruch 10. Weitere Ausgestaltiin- 
gen der Erfindung gehen aus den Qbrigen AnsprOchen 
hervor. 

[0010]. In einer erfindungsgemaBen Schaltungs- 
anordnung ist ein erstes Substrat mit einem zweiten 
Siibstrat vertDunden. Im ersten Substrat ist ein Konden- 
sator und im zweiten Substrat ist ein Kbntakt angeord- 
riet. Eine Kontaktf Idche des Kbntakts grenzt an den 
Kondensator an. Der Kbntakt verbindet den Kondensa- 
tor mit einem Teil. der Schaltungsanordnung, der im 
zweiten Substrat angeordnet ist Der Kondensator 
umfaBt mindestens einen von zwei Teilkondensatoren. 
die iri einem an eine Oberfl^che des ersten Substrats 
angrenzendes Gebiet des ersten Substrats angeordnet 
sind. Ein zur Oberfiache paralleler Querschnitt der Kon- 
taktfldche ist in mindestens einer Dimension grdBer als 
ein Abstand zwischen den zwei Teilkondensatoren. 
[001 1 ] Die Justiertoleranz beim Kontaktieren des Kon- 
densators, d.h. beim Verbinden der Substrate, kann 
ohne VerWeinerung der. Packungsdichte vergrOBert 
werden. wenn erst die Kontaktierung festlegt. welcher 
der Teilkondensatof-en den Kondensator bildet. Dazu ist 
die Kontaktfiache in mirxJestens einer Dimension auch 
grCBer als ein Abstand zwischen einem der Teilkonden- 
satoren und einem Rand des Gebiets. In diesem Fall 
muB die Kontaktfldche nicht in einem besttmmten Teil 
sondern kann in einem beliebigen Teil des Gebiets 
angeordnet werden, da die Kbntaktfldche in jedem Fall 
an mindestens einen der Teilkondensatoren, der dann 
den Kondensator defihiert. arigrenzt Je grOBer das 
Gebiet ist, umso grOBer ist die Justiertoleranz: Die Ver- 
bindung des ersten Substrats mit deni zweiten Substrat 
kann.im wesentlichen unjustiert erfolgen. wenri die Teil- 
kondensatoren auf dem ersten Substrat derart verteilt 
sind und eine Kontaktfiache des Kontakts so groB ist. 
daB beim Verbinden der Substrate der Kontakt in jedem 
Fall an mindestens einen der Teilkondensatoren 
angrenzt. dertlann den Kondensator definiert. 
[001 2] bie Packungsdichte wird umso h6her je dichter 
die Teilkondensatoren beleinander liegen und je Weiner 
die Kbntaktifldche ist. Eine hohe Justiertoleranz und 
eine hohe Packungsdichte ISBt sich demnach erzielen, 
wenn das Gebiet groB ist, in dem Gebiet viele Teilkon- 
densatoreri mit kleinen Abstanden voneinander ange- 
ordnet sind und die Dimension des Querschnitts der 
kontaktfiache nur wenig grOBer als die Abstande ist. In 
diesem Fall sind Abstande zwischen dem Rand des 
Gebiets und dazu benachbarten Teilkondensatoren vor- 
zugsweise nicht grOBer als der Abstand zwischen 
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zueinander benachbarten TeilKondensatoren. 
[0013] Es ist vorteilhaft. wenn.der Kondensatcw mehr 
als einen Teilkondensator umfaBt. Dadurch wind eine 
Oberfidche und damit die Kapazitdt des Kbndensators 
vergrOBert. Die Kontaktfldche ist in diesem Fall dement- s 
sprechend grOBer. Die Justiertoleranz IdBt sich. auch 
hier vergrOBern, wenn die Kbntaktfldche in mindestehs 
einer Dimension auch grOBer als der doppelte. Abstand 
zwischen einem der Teilkondensatoren und einem 
Rand des Gebiets ist. und wenn die Kbntaktfldche io 
innerhalb des Gebiets des ersten.Substrats angeordnet 
wird. Die Schaltungsanordnung kann auch mehrere 
Kondensatoren und mehrere Kbntaktfldchen umfassen. 
In diesem Fall kdnnen Teilkondensatoren in einem ein- 
zigen Gebiet angeordniet sein, an dem die Kbntaktfid- is 
Chen angrenzen. 

[001 4] Die Schaltungsanordnung kann beispielsweise 
eine DRAM-Zellenanordnung sein. Auf dem zweiten 
Substrat sind dann Auswahltransistoren, deren zweite 
Source/Drain-Gebiete mit Bitleitungen und deren Gate* 20 
elektroden mit quer zu den Bitleitungen verlaufenden 
Wortleitungen verbunden sind. Auf ersten 
Source/Drain-Gebieten werden die Kontakte angeord- 
net. Zur VergrbBerung der Packungsdichte kOnnen die 
Auswahltransistoren vertikal ausgebildet sein. Die Wort- 25 
leitungen kdnnen als Spacer ausgebildet sein. In die- 
sem Fall kann eine Fiache einer Speicherzelle AF^ oder 
kleiner sein. 

[0015] Die Teilkondensatoren kdnnen regelmSBig, 
unregelmdBig und/oder mit kurzreichweitiger Ordnung 30 
uber das Gebiet verteilt sein. 

[0016] Zur Herstellung der Teilkondensatoren kann 
das erste Substrat aus Ha|bleitermaterial bestehen^ das 
eiektrochemisch ge^tzt wird. Die dabei entstehenden 
Poren werden mit einem Kbndensatordielektrikum ver- 35 
sehen. Zur Erzeugung von Spelcherknoten der Teilkon- 
densatoren wird leitendes Material aufgebracht. Die 
Speicherknoten der Teilkondensatoren kdnnen vonein- 
ander isoliert werden, indem das leitende Material 
strukturiert wird. 40 
[0017] Beim elektrochemischen Atzen kann das Sub- 
strat als positiv gepolte El ektrode einer, ein fluBsdure- 
haltiges Medium enthaltenden Elektrblysierzelle 
geschaltet sein. Durch Aniegen eines Potentials entste- 
hen . Poren im ersten Substrat. Die Teilkondensatoren 45 
werden in den Poren realisiert. Je nach Stromstarke 
und Dotierstoffkonzentration des ersten Substrats sind 
die Poren zwischen lOnm und lOOnm weit, und regel- 
mSBig oder unregelmaBig angeordnet- Abstande zwi- 
schen zueinander benachbarten Teilkondensatoren so 
kdnnen in etwa gleich groB sein. Dies ist beispielsweise 
der Fall in einem n-dotierten Substrat bei einer Strom- 
dichte von ca. lOOmA/cm^ und einer Dotierstoffkonzen- 
tration von ca. 10^®cm'^. Sowohl etwa gleiche AbstSnde 
zwischen den Teilkondensatoren als auch eine rdumlich ss 
regelmdBige Anordnung der Teilkondensatoren erhdit 
man, wenn das erste Substrat vorstrukturiert wird. Dazu 
werden z.B. regelmSBig angeordnete kleine Kerben in 



dem ersten Substrat erzeugt. die die raumliche Anord- 
nung der Poren festlegi Die Poren entstehen an den 
Stellen. an denen die Kerben erzeugt wurden. Die Ker- 
ben kdnnen z.B. durch ein fotolithografisches Verfahren 
erzeugt werden. Es kdnnen dabei auch Interferenzer- 
scheinungen von monochromatischem kohdrentem 
Licht ausgenutzt werden. 

[0018] Werden das erste Substrat und das zweite 
Substrat mK einer groBen Justiertoleranz mtteinander 
verbunden und sind die Teilkondensatoren unregelmd- 
Big aber mit etwa gleich groBen Abstanden voneinander 
angeordnet. so ist es vorteilhaft, wenn die Kontaktf lache 
etwa 10 mal so groB tsti wie der Abstand zwischen Mit- 
ten zueinander benachbarter Teilkondensatoren. Da die 
Abweichung der Anzahl der Teilkondensatoren eines 
Kbndensatprs bei gleichen Abstanden der Teilkonden- 
satoren nur etwa 1 betragt, laBt'sich dadurch die Kapa- 
zitat des Kondensators relativ genau festlegen. 
[0019] Das Verbinden des ersten Sut^strats mit dem 
zweiten Substrat kann z.B, eutektisch erfblgen: Dazu 
wird fur die Kontaktfiache z.B. Gold auf den Kontakt 
und/oder dem Speicherknoten aufgebracht. Anschlie- 
Bend wird das erste Substrat und das zweite Substrat 
zusammengefugt und auf ca. 400 bis 500**C erhitzt, 
wodurch das erste Substrat mit dem zweiten Substrat 
test verbunden wird. 

[0020] Das Kbridensatordielektrikum kann z.B. aus 
einer ONO-Schicht bestehen. Dabei steht O fur Sllizi- 
umoxid und N fur Siliziumnitrid. Es sind jedoch auch 
arxlere dielektrische Materialien, wie z.B. Keramiken, 
denkbar 

[0021 ] Zur Erhdhung der Kapazitat des Kondensators, 
ist es vorteilhaft, wenn das erste Substrat in einer an die 
Oberfiache des ersten Substrats angrenzenden Schicht 
hochdotiert ist. Die Schicht kann z.B. durch Implanta^ 
tion erzeugt werden. Alternativ kann nach Erzeugung 
der Poren eine Diffusionsquelle abgeschieden werden, 
aus der durch Tempern Dotierstoff in das Substrat dif- 
fundiert. Die Dotierstoffquelle kann anschlieBend ent- 
fernt werden; worauf die Erzeugung des 
Kbndensatordielektrikums erfolgen kann. Als Dotierst- 
offquelle ist z,B. Phosphorsijikatglas geeignet. Als lei- 
tendes Material fOr den Speicherknoten laBt sich z.B. 
dotiertes Polysifizium. verwenden. Zur Isolation, der 
Speicherknoten voneinander kann das Polysilizium 
anschlieBend chemisch-mechanisch poliert und/oder 
rDckgeatzt werden. Durch anschlieBendes epitakti- 
sches Aufwachsen kdnnen die Speicherknoten jenseits 
der Oberfiache des ersten Substrats vergrdBert wer- 
den. was die Verbindung zur Kontaktfiache erieichtert. 
[0022] Im fblgenden wird ein /Nusfuhrungsbeispiel der 
Erfindung, das in den Rguren dargestellt ist, naher 
eriautert. 

Figur 1 zeigt ein erstes Substrat, nachdem durch 
elektrochemisches Atzen Poren erzeugt 
wurden. 
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Rgur2 zeigt das erste Substrat. nachdem etne 
Schicht und ein Kbndensatordielektrikum 
erzeugt wurden. und eine dotierte PolysHizi* 
• umschicht abgeschieden wurde. 

5 

Figur3 zeigt das erste Substrat nachdem Spei- 
cherknoten erzeugt wurden, rndem die 
dotierte Polysiliztumschicht rOckgedtzt und 
anschlieBend epitakttsch . aufgewachsen 
wurde. io 

Figur 4 zeigt einen Ausschnitt aus einer Aufsicht auf 
ein zweites . Substrat, nachdem Auswahl- 
transistoren, Wortleitungen. Bitleitungen 
und Kbntakte erzeugt wurden. is 

Figur 5 zeigt einen Querschnitt durch das erste 
Substrat und das zweite Sut>strat. nachdem 
das erste Substrat mit . dem zweiten Sub- 
strat unjustiert miteinarxJer verbunden wur- 20 
den. 

[0023] Die Figuren sind nicht maBstablich. 
[0024] In einem Ausfuhrungsbeispiel enthSIt ein 
erstes Substrat 1 n-dotiertes Silizium. Die Dotierstoff- 2S 
konzentration des Siliziums betrSgt ca. 10^®cm*^. Das 
erste Substrat 1 wird mit einem ersten Spannungsan- 
schluB verbunden und in eine FluBsSureldsung (25 
Gewichtsprozent) getaucht. In der FluBsSureldsung 
befindet sich eine Elektrode, die mit einem zweiten 30 
SpannungsanschiuB verbunden ist. AnschlieBend wird 
eine Spannung zwischen dem ersten Spannungsan- 
schluB und dem zweiten SpannungsanschluB erzeugt. 
die ca. 2 Volt betragt. Die Spannungsdifferenz zwischen 
dem ersten SpannungsanschluB urid dem zweiten 3S 
SpannungsanschluB ist positiv. Die entstehende Strom- 
dichte betrdgt ca. lOOmA/cm^. Nach einigen Minuten 
entstehen ca. lOOhm breite und einige ^m tiefe Poren P 
im ersten Substrat. 1 . Nach Erreichen der gewunschten 
Porentiefe wird die elektrochemische Atzung beendet. 40 
Abstdnde zwischen Mitten zueinander benachbarter 
Poren P sind etwa gleich und betragen ca. 20 nm (siehe 
Figur 1). Die Poreri P sind rSumlich nicht regelmdBig 
angeordnet. 

[0025] Zur Erzeugung einer hochdotierten Schicht S, 45 
wird als Dotierstoffquelle Phosphorsilikatglas in einer 
Dicke von einigen nm auf eine Oberfiache 01 des 
ersten Substrats 1 abgeschieden. AnschlieBend wird' 
durch Tempern Dotierstoff aus dem Phorphorsilikatglas 
etwia 100 nm tief in das erste Substrat 1 ausdiffundiert. so . 
wodurch die Schicht S entsteht. Die Schicht S ist n- 
dotiert und ihre Dotierstoffkonzentration betrdgt ca. 
lO^^cm"^, Die Schicht S ist als Kbndensatorplatte von 
Kondensatpren geeignet. 

[0026] AnschlieBend wird das Phosphorsilikatglas ss 
entfei-nt- Als Atzmittel ist z.B. HF geeignet. 
[0027] Zur Erzeugung eines Kondensatordielektri- 
kums Kd, wird eine ONO-Schicht erzeugt. Dabei steht 



O for Siliziumoxid und N fOr SiliziumnitrkJ. Dazu wird 
zundchst durch thermische Oxidation eine ca. 2nm 
dicke Siliziumoxidschicht aufgewachsen. AnschlieBend 
wird ca. 4nm Siliziumnitrid abgeschieden, das ca. 2nm 
tief aufoxkliert wird (siehe Rgur 2). 
[0028] Zur Erzeugung von Speicherknoten Sp'von 
Teilkondensatoren. wird anschlieBend dotiertes Polysili- 
zium in einer Dicke von 5nm abgeschieden (siehe Rgur 
2). Durch ROckatzen werden die Speicherknoten Sp 
verschiedener Teilkondensatoren voneinander isoliert 
(s. Rgur 3). Dabei wird das Kbndepsatordielektrikum Kd 
teilweise freigelegt. AnschlieBend werden die Speicher- 
knoten Sp durch selektive Epiteixie bis jenseits der 
Oberfiache Ol des ersten Substrats 1 veriangert (siehe 
Figur 3). 

[0029] In einem zweiten Substrat 2 werden Auswahl- 
transistoreh, Wortleitungen und Brtlertungen erzeugt 
(siehe Rgur 4). Die Auswahltransistoren sind z.B. pla- 
nare Transistoren. Sie kOhneh aber auch z.B. vertikale 
Transistoren sein. Erste Source/Drain-Gebiete S/D1 
von den Auswahltransistoren werden mit Kbntakten K 
versehen. Die Kontakte K umfassen z.B. 100 hm dotier- 
tes Polysilizium und 200nm Wolfram: Zweite 
Source/Drain-Gebiete S/D2 der Auswahltransistoren 
werden mit den Bitleitungen Bl verbunden. Die Bitleitun- 
gen Bl verlaufen quer zu den Wortleitungen Wl. Gate- 
eiektroden Ga der Auswahltransistoren grenzen an ein 
Gatedielektrikum Gd an und werden mit den Wortleitun- 
gen Wl verbunden. Die Wortleitungen WI Werden z.B. 
durch eine erste isolierende Struktur II aus Siliziumni- 
trid bedeckt. Die Wortleitungen WI und die Bitleitungen 
Bl enthalten z.B. Polysilizium, MoSi und/oder Alumi^ 
nium. 

[0030] Zur Erzeugung einer ca. SOOnm dicken zweiten 
isolierenden Struktur 12 wird S/O2 in einer Dicke von ca. 
SOOnm abgeschieden. durch chemisch-mechanisches 
Polieren planarisiert. bis KontaktflSchen KF der Kon- 
takte K freigelegt werden, und ruckgeatzt. Die zweite 
isolierende Struktur 12 schOtzt Telle der Schaltungs- 
anordnung, die sich auf dem zweiten Substrat 2 bef in- 
den. 

[0031] AnschlieBend werden die Kontaktfiachen KF 
der Kontakte Kvergoldet. Das erste Substrat 1 und das 
zweite Substrat 2 werden unjustiert miteinander verbun- 
den, indem das erste Substrat 1 und das zweite Sul>- 
strat 2 zusammengefugt und aluf ca. 400 bis 500*0 
erhitzt werden (siehe Rgur 5). 

PatentansprQche 

1. Integrierte Schaltungsanordnung mit mindestens 
einem Kondensator, 

mit einem ersten Substrat (1) und einem zwei- 
ten Substrat (2). 

bei der in mindestens einem an eine Oberfia- 
che (Ol) des ersten Substrats (1) angrenzen- 
den Gebiet des ersten Substrats (1) 
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mindestens zwei Teilkondensatoren angeord- 
net sind, 

bei der mindestens ein Kontakl im Bereich 
einer Oberfiache (02) des zweiten Substrats . 
(2) angeordnet ist, s 
bei der ein zur Oberfldche (01) des ersten 
Substrats (1) paralleler Querschnitt einer Kbn- 
taktfldche (KF) des Kontakts (K) in nrundestens 
einer Dimension grOI3er als ein Abstand zwi- 
schen den Teilkondensatoren ist, io 
bei der die KDntaktfldche (KF) an mindestens 
einen der Teilkondensatoren angrenzt, 
bei der der Kondensator aus denen der teil- 
kondensatoren gebildet wird, die an die Kon- 
taktf lache (KF) angrenzen. is 

Schaltungs€Uiordnung nach Anspruch 1 . 

bei der die Dimension des Querschnitts der 
Kontaktf lache (KF) grOBer als ein Abstand zwi- 20 
schen einem der Teilkondensatoren und einem 
Rand des Gebiets ist, 

bei der die Kontaktflache (KF) an mindestens 
einen Teil des Gebiets angrenzt und dadurch 
an mindestens den einen der Teilkondensato- 2S 
ren angrenzt, 

bei der die Kontaktflache (KF) nicht auBerhalb 
des Gebiets angrenzt. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch. 1 , . 30 

bei der der Kondensator mindestens zwei der 
Teilkondensatoren umfaBt. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, as 

' bei der die Dimension des Querschnitts der 
Kontaktflache (KF) mindestens zweimal grOBer 
als ein Abstand zwischen Mitten der Teilkon- 
densatoren und als ein Abstand zwischen 40 
einem der Teilkondensatoren und einem Rarid 
des Gebiets ist.- 

bei der die Kontaktflache (KF) an mindestens 
einen Teil des Gebiets angrenzt und dadurch 
an mindestens zwei der Teilkondensatoren 4S 
angrenzt. 

Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 1 
bis 4, 

so 

bei der die Teilkondensatoren unregelmaBig 
Oder mit kurzretchweitiger Ordnung uber das 
Gebiet verteitt sind. 

Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 1 ss 
bis 5, 

bei der Abstande zwischen zueinander 



benachbarten der Teilkondensatoren etwa 
gleich sind. 

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, 

bei der der Kondensator mindestens 5 der Teil- 
kondensatoren umfaBt. 

8. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 1 
bis 7. 

bei der das erste Substrat (1) und/oder das 
zweite Substrat (2) auf einer der Oberfiachie 
(01) des ersten Substrats (1) und/oder der 
Oberfiache (02) des zweitie Substrats (2) 
gegenuberliegenden Oberfiache mit einem, 
weiteren Kbntakt versehen ist. 

9. Schaltungsanordnung nach einem der AnsprQche 1 
bis 8, 

die eine DRAM-Zellenanordnung ist. 

10. Verfahren zur Herstellung einer integrierten 
Schaltungsanordnung mit mindestens einem Kon- 
densator. 

bei dem in mindestens einem an eine Oberfia- 
che (O i ) eines ersten Substrats ( 1 ) angrenzen- 
den Gebiet des ersten Substrats (1) 
mindestens zwei TeilkorxJensatoreh erzeugt 
werden, 

- bei dem auf einem zweiten Substrat (2) in 
einem Bereich einer Oberfiache (02) des zwei- 
ten Substrats (2) mindestens ein Kbntakt (K) 
mit einer Kontaktflache (KF), dessen zur Ober- 
fiache (01) des ersten Substrats (1) paralleler . 
Querschnitt in mindestens einer Dimension 
grOBer als ein Abstand zwischen den Teilkon- 
densatoren ist, erzeugt wird, 
bei dem das erste Substrat (1) und das zweite 
Substrat (2) so veitnjnden werden, daB die 
Kontaktflache (KF) an mindestens einen der 
Teilkondensatoren angrenzt, 
bei dem der Kondensator aus jenen der Teil- 
kondensatoren gebildet Wird, die an die Kon- 
taktflache (KF) angrenzen, 
bei dem zur Erzeugung der Teilkondensatoren 
durch elektrochemisches Atzen Poren (P) iri 
dem ersten Substrat (1) erzeugt werden, 
bei dem die Poren (P) mit einem Kondensator- 
dielektrikum (Kd) versehen werden. 
bei dem zur Erzeugung von Speicherknoten 
(Sp) der Teilkondensatoren leitendes Material 
aufgebracht und strukturiert wird. 

11- Verfahren nach Anspruch 10. 
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bei dem im ersten Substrat (1). das Halblerter- 
materlal mit einer ersten Dotierstoffkonzentra- 
tion enthait. nach Erzeugung der Poren (P) 
eine Dotierstoffc|ueiie abgeschieden wird. 
bei dem durch Tempern Dotierstoff der 5 
Dotierstoffquelle in das erste Substrat (1) dif- 
fundiert. wodurch, innerhalb des ersten Sub- 
strats (1) eine Schicht (S) mit einer zweiten 
botierstoffkbnzentration entsteht. 

10 

12. Verfahrennach Anspruch lOoder 11, 

bei dem vor Erzeugung der Poren (P) das erste 
Substrat (1) vorstrukturiert wird, wodurch die 
rdumliche Anordnung der . Poren . (P) vorgege- is 
ben wird. 

13. Verfahren nach einem der AnsprQche 10 bis 12, 

bei dem das erste Substrat (1) und das zweite 20 
i. Substrat (2) eutektisch verbunden werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, . 

bei dem die Kbntaktfldche (KF) und/oder der 
Speicherknoten (Sp) mit Gold versehen wer- 
. den, ' 
bei dem das erste Substrat (1) und das zweite 
Substrat (2) zusammengefugt und auf ca. 
400**C-500°C erhitzt werden. 

15. Verfahren nach einem der AnsprQche 10 bis 14, 

bei dem der Kondensator aus mindestens funf 
der Teilkondensatoren gebildet wird. 35 

16. Verfahren nach einem der AnsprQche 10 bis 15, 

bei dem eirie DRAM-Zellenanordnung herge- 
stelltwird. 40 

17. ' Verfahren nach einem der AnsprQche 10 bis 16, 

. - bei dem das erste Substrat (1) und/oder das 
. zweite Substrat (2) auf der Oberfidche (Ql) 4S 
-des ersteri Substrats (1) und/oder der Oberfld- 
Che (02) des zweite Substrats (2) gegenuber- 
liegenden Oberfiache mit einem weiteren 
Kbntakt versehai wird. 

so 



55 
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